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SY5320是一款具有输入欠压和过压保护、电池

过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点

集一身的高集成IC。SY5320应用于充电电路或低压

系统的前端，以避免锂电池或低压系统免受异常输

入故障的影响，可承受高达28V的异常输入电压。

当输入电压大于过压保护阈值时，IC将在1us内快速

关闭内部MOSFET，避免后端低压系统受到异常高

输入电压的影响；当电池电压超过电池保护阈值时，

IC也将关闭MOSFET，切断系统电源以保护锂电池；

IC可通过ILIM与地连接的电阻限定输入电流，防止

低压系统的输入电流过大；同时SY5320还具有芯片

过温保护，当检测到芯片温度超过过温保护阈值时，

也将关闭MOSFET，停止供电。 

当SY5320由处理器控制时，主机可通过WRO
________________________

状态获取IC的工作状态。 

SY5320可用于DFN-2x2-8L封装，额定温度在 

-40℃和+85℃范围内。 

 

 

 

 

u 28V输入耐压 

u 输入过压保护 

u 输入OVP保护关断小于1uS  

u 高精度电池过压保护 

u 软启动以抑制浪涌电流 

u 软关断以抑制电压尖峰 

u ILIM外接电阻设置OCP值：100mA~1.5A，可

悬空默认100mA或接地设定为1.5A； 

u ±10%的OCP精度（ILIM接电阻） 

u 热关断 

u EN
_____

使能功能 

u WRO
_______________________

状态指示 

u DFN-2x2-8L封装 

 

u 智能手机，移动手机 

u PADS 

u MP3播放器 

u 低功耗手持器件 

u 蓝牙耳机 
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  I/O  

VIN 1 I 电源输入脚。建议使用 1uF或者更大的 X5R陶瓷电容，尽可能靠近 IC VIN脚。 

GND 2 - IC地 

NC 3 - 接地或者悬空 

WRO
—————

 4 O 
开路漏极输出结构。当发生输入过压，电池过压，过流或过温导致内部 MOSFET

被关闭时，WRO
—————

将被拉到地。正常工作时，WRO
—————

为高阻态。 

EN
———

 5 I 
芯片使能端口（低电平有效）。当该引脚悬空或接地时，芯片工作。当该引脚接到

逻辑高电平时，芯片关闭。 

VBAT 6 I 
电池电压检测输入端口。该引脚通过一个电阻连接到电池正输入端，此引脚不用时

需要接地。 

ILIM 7 I 

过流保护阈值设置端口。该引脚悬空时，过流保护阈值为100mA；接地时过流保

护阈值为1.5A；通过外接电阻RILIM到地来设置过流保护阈值，计算公式： 

I��� = 25/R����，其中RILIM电阻单位为kW，IOCP单位为A。 

VOUT 8 O 芯片输出端。建议使用1uF或者更大的X5R陶瓷电容，尽可能靠近IC VOUT脚。 

GND EPAD  芯片散热PAD并接地。 
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SY5320-         

包装类型（R:编带盘装）

封装类型（D:DFN-2x2-8L）

多功能（S:标准，功能项NO.1~5全采用默认）

VOVP电压版本（A:5.8V; B:6.1V; C:6.8V; D:7.2V）

BOVP电压版本（A:4.325V; B:4.35V; C:4.375V; D:4.4V; E:4.425V; F:4.45V; G:4.475V; H:4.3V）

 

  
  

 VVIN_OVP(V) VBAT_OVP(V) OCP  

SY5320-DBFRS DFN-2x2-8L 6.1 4.45 有（16次锁定） 4000 

 

SY5320-XXXXX  

NO.   

1 VOUT_DIS1 无（默认） 2.2kΩ 

2 GLITCH2 无（默认） 有 

3 GLITCH_TIME3 4us（默认） 16us 8us 32us 

4 OCP_COUNTER4
 有（默认） 无 

5 BAT_OVP5 有（默认） 无 

：以上选项仅提供参考，不代表具体型号(标准版本，NO.1~5均采用默认;其他需定制)。 

1. 发生保护时 VOUT下拉电阻，标准版本无。 

2. GLITCH功能是指刚发生 OCP时，功率管作为开关管先打开一定时间，之后 IC才进入恒流模式；标准版本无此功能。 

3. GLITCH_TIME是指功率管作为开关管打开的时间；需 2有此功能才有效。 

4. OCP_COUNTER是指计数器是否有计数 OCP次数功能。在一个充电周期内，默认版本发生 16次 OCP则 IC锁死；

可定制无计数功能。 

5. BAT_OVP是指 IC是否具有 BAT_OVP功能。 

 

 

 

 
DFN-2X2-8L  

1. 第一行 4位字符为产品型号代码； 

2. 第二行 4位字符为生产年周号代码；
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(1) 

    

VIN to GND -0.3 28 V 

VOUT to GND -0.3 7 V 

NC,WRO
_______________________

,EN
______________________________

,VBAT,ILIM to GND -0.3 6 V 

输入电流 - 2 A 

WRO
_______________________

电流 - 15 mA 

储存环境温度 -65 150 ℃ 

工作环境温度 -40 85 ℃ 

工作结温范围 -40 150 ℃ 

HBM（人体放电模型） 4000 - V 

MM（机器放电模型） 200 - V 

CDM（器件放电模型） 2000 - V 

RθJA 结到周围环境的热阻 110（参考） ℃/W 

(2)  

    

输入电压 3.3 28 V 

最大负载电流 - 1.5 A 

ILIM外接电阻 16.9 250 kΩ 

工作温度范围 -40 85 ℃ 

(1) 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。 

(2) 推荐工作条件是指超过该条件外不能保证正常工作。 
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 ( VIN=5V EN
—————————————

=LOW RILIM=25 KΩ TA=+25 ) 

       

 

UVLO上升阈值 UVLO VIN从0V上升到3V 2.4 2.7 3.0 V 

UVLO迟滞电压 VUV_HYS VIN从3V下降到0V - 200 - mV 

VIN故障排除时间 TDE VIN在1uS内从0V上升到5V - 8 - mS 

工作电流 IDD VIN=5V，输出端无负载 - 400 - uA 

待机电流 ISTDBY EN
—————————————

=HIGH，VIN=5V - 0.5 - uA 

 

功率管关断泄漏电

流 
IOFF EN

—————————————

=HIGH，VIN=5V - - 1 uA 

VIN到VOUT压降 VDO VIN=5V，IOUT=0.5A - 70 - mV 

 

VIN过压阈值 VOVP VIN从 5V上升到 7.5V 5.9 6.1 6.3 V 

VIN过压滞回 Vhys(OVP) VIN从7.5V下降到5V 50 100 150 mV 

VIN过压响应时间 tPD(OVP) VIN在1us内由5V上升到8V - 400 - nS 

OVP恢复时间 tREC(OVP) VIN在1us内由8V下降到5V 6.25 8 12 mS 

 

过流保护 

IOCP1 ILIM=Floating - 100 - mA 

IOCP2 ILIM=GND - 1.5 - A 

IOCP3 ILIM=250KΩ 90 100 110 mA 

IOCP4 ILIM=125KΩ 180 200 220 mA 

IOCP5 ILIM=25KΩ 0.9 1 1.1 A 

过流保护响应时间 TOC  - 10 - mS 

过流保护恢复时间 tREC(OCP)  - 64 - mS 

 

电池过压保护阈值 BVOVP VOVP-Vhys(OVP)>VIN>4.6V 4.4 4.45 4.5 V 

电池过压保护滞回 Vhys(BVOVP) VOVP-Vhys(OVP)>VIN>4.6V 150 200 250 mV 

VBAT引脚输入电

流 
IVBAT  - - 20 nA 

电池过压保护时间 tDGL(VBAT) 
VIN>4.6V,测量VBAT从4.2V上升到4.6V直到

WRO
_______________________

下降 
- 120 - mS 

电池电压恢复时间 tREC(VBAT)  - 8 - mS 
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 ( VIN=5V EN
—————————————

=LOW RILIM=25 KΩ TA=+25 ) 

       

 

热关断阈值 TJ(OFF)  - 140 - ℃ 

滞回温度 TJ(OFF-HYS)  - 30 - ℃ 

热关断恢复时间   - 8 - mS 

软启动时间   - 8 - mS 

 

低逻辑电平 VIL  - - 0.4 V 

高逻辑电平 VIH  1.4 - - V 

输入低电平电流 IIL  - 0.3 1.5 uA 

输入高电平电流 IIH EN
————————————

=1.8V 4.1 8.2 16.4 uA 

EN
————————————

下拉电阻   110 220 440 kΩ 

WRO
_____________________

输出低逻辑

电平 

 
Sink 5mA 0.05 0.35 0.8 V 

WRO
_____________________

输出高逻辑

泄漏电流 

 
 - - 1 uA 
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1 

VIN=5V EN
—————————————

=LOW RILIM=25 KΩ  

 

IDD vs Temperature 

 

ISTDBY vs Temperature 

 

VOVP vs Temperature 

 

BVOVP vs Temperature 

 

IOCP vs Temperature 

 

IOCP vs RILIM 

300

320

340

360

380

400

420

0 20 40 60 80 100 120

ID
D

(u
A

)

Temperature(℃)

IDD@EN=L VS Temperature

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 20 40 60 80 100 120

I S
T

D
B

Y
(u

A
)

Temperature(℃)

ISTDBY @EN=H VS Temperature

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

0 20 40 60 80 100 120

V
O

V
P
(V

)

Temperature(℃)

VOVP VS Temperature

4.440

4.447

4.454

4.461

4.468

4.475

0 20 40 60 80 100 120

B
V

O
V

P
(V

)

Temperature(℃)

BVOVP VS Temperature

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0 20 40 60 80 100 120

I O
C

P
2
(A

)

Temperature(℃)

IOCP@ILIM=25K VS Temperature

0.000

0.300

0.600

0.900

1.200

1.500

1.800

10 50 90 130 170 210 250

O
C

P
(A

)

RILIM(KΩ)

OCP VS RILIM



SY5320 V1.6                                          http://www.tkplusemi.com                                          8 
Shenzhen Thinkplus Semiconductor Co., LTD 

  

 

IDD vs VIN 

 

IDD vs VIN 

 

IEN vs VEN 
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2 

VIN=5V EN
—————————————

=LOW RILIM=25 KΩ TA=+25  

 

VIN正常上电启动（ROUT=10Ω） 

 

VIN上电启动@VOUT OCP（ROUT=2.5Ω） 

 

VIN上电启动@VOUT Short（ROUT=0Ω） 

 

VIN UVLO（ROUT=10Ω） 

 

VIN OVP（ROUT=10Ω） 

 

VIN OVP恢复（ROUT=10Ω） 
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VOUT Short（ROUT=NC to 0Ω） 

 

VOUT OCP（ROUT=NC to 2.5Ω） 

 

OCP计数（ROUT= 2.5Ω） 

 

EN使能和失能控制（ROUT= 10Ω） 

 

电池过压保护（ROUT= 10Ω） 

 

电池过压保护恢复（ROUT= 10Ω） 
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SY5320是一款可以监控输入电压，锂电池电压和输出电流的高度集成 IC。如果输入电压超过一定阈

值时，IC将快速关闭内部MOSFET以断开系统与输入电源的连接。如果系统锂电池电压超过电池过电压

保护阈值，内部MOSFET同样将被关闭，IC切断输入电源以保护锂电池。如果系统的电流值超过一定范

围，IC将输入电流值限制在安全范围内，持续一段时间然后关闭MOSFET，该限流值由 ILIM引脚来设置。

同时 IC还监控其内部温度，并在超过 140°C时关闭内部 MOSFET。 

SY5320可由处理器控制其工作状态，并向主机提供有关故障状态的信息。 

 

当 VIN引脚的输入电压超过 UVLO阈值（2.7V）时，IC上电复位。所有内部计数器和其他电路模块

复位。之后 IC将等待 VIN故障排除时间 TDE。经过 TDE之后，如果输入电压和电池电压仍在安全范围内，

IC将打开内部 MOSFET。 

SY5320具有软启动功能以抑制输入端的浪涌电流。软启动可以使输入端的振铃最小化（振铃产生的

原因是适配器电缆的寄生电感和输入旁路电容形成谐振电路）。在软启动过程中，输出电流将分几个台阶上

升，每一个台阶的时间约为 1mS。如果在上电过程中，输入电压超过 VOVP阈值，功率管将关闭，IC进入

保护模式并在WRO
—————————————————————————

引脚拉低指示故障。 

 

当VIN引脚的电压低于2.7V（UVLO）时，SY5320将保持断电模式。连接VIN和VOUT的内部MOSFET

将被关闭，同时WRO
—————————————————————————

输出高阻态。 

 

输入过压保护是指当输入电压上升到 VOVP及以上时，内部功率管将关闭，从而切断系统的电源。一旦

发生输入过压保护，IC将快速关闭内部MOSFET，同时WRO
—————————————————————————

信号被拉低。当输入电压低于 VOVP–Vhys(OVP)

（但仍高于 UVLO）时，内部功率管在等待 tREC(OVP)之后重新开启。tREC(OVP)可以确保输入电源已经稳定。 

 

SY5320的电池过压阈值BVOVP在内部被设置为4.45V。如果电池电压高于BVOVP的时间超过 tDGL(VBAT)，

则 IC将使用软关断的方式关闭内部MOSFET，同时WRO
—————————————————————————

被拉低。当电池电压下降到低于 BVOVP-Vhys(BVovp)

时，IC将使用软启动的方式重新打开MOSFET。 

 

SY5320的过流保护阈值可以选择系统内部设定的默认值，也可以由一个从 ILIM到地的电阻 RILIM来

设定。如果 ILIM悬空，则过流保护阈值 IOCP1为 100mA；如果 ILIM接地，则过流保护阈值 IOCP2为 1.5A；

如果 ILIM外接电阻 RILIM到地，则过流保护阈值 IOCP可以用公式（1）近似： 

I��� = 25 ÷ R����                                （1） 

其中：电流单位为 A，电阻单位为 kΩ。 
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假如负载电流大于设定的 IOCP阈值，芯片将电流限制为 IOCP并持续 TOC时间，其中 TOC为过流保护响

应时间。如果负载电流大于 IOCP的时间小于 TOC，则 IC继续工作。如果过流持续时间大于 TOC，则 IC关

闭内部MOSFET并将WRO
—————————————————————————

拉低，MOSFET关闭的时间为 tREC(OCP)。在经过 tREC(OCP)后再次打开MOSFET

并再次监控负载电流。每次发生 OCP时，IC的内部计数器都会计数一次。如果 VIN未掉电的情况下发生

OCP超过 16次，IC将永久关闭MOSFET。需要通过以下方法才可复位计数器：重新启动输入电源或通

过EN
——————————————

引脚重新开启 IC。 

为防止输入电压产生尖峰（因为输入电缆存在寄生电感），发生过流及过流 SY5320使用软关断的方

式将内部 MOSFET缓慢关闭。 

 

如果 SY5320的结温超过 TJ(OFF)，则关断 MOSFET，同时WRO
—————————————————————————

将输出低电平信号。当 IC结温低于

TJ(OFF)- TJ(OFF-HYS)时，IC将被重新打开MOSFET，WRO
—————————————————————————

引脚为高阻态。 

 

SY5320有一个使能引脚EN
——————————————

，用于启用和禁用 IC。EN
——————————————

引脚接高电平关闭 MOSFET。EN
——————————————

接低电平则

打开 MOSFET并进入启动状态。当禁用或重启 IC时，OCP计数器将被复位。EN
——————————————

引脚可以悬空，因为其

内部有一个 220kΩ的下拉电阻。当EN
——————————————

引脚接高电平时，WRO
—————————————————————————

引脚为高阻态。 

WRO
———————————————————————

 

WRO
—————————————————————————

引脚是一个低电平有效的开路漏极输出。当 IC正常工作或将EN
——————————————

引脚接高电平禁用 IC时，WRO
—————————————————————————

引脚将为高电平。当EN
——————————————

引脚接低电平时，只要发生以下任何条件，WRO
—————————————————————————

引脚将被拉低： 

1.输入过压  

2.锂电池过压 

3.负载过流 

4.芯片过热  
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RBAT  

建议不要将电池直接连接到 IC的 VBAT引脚上，因为在 IC的某些故障状态下，VIN电压可能会出现

在VBAT引脚上。此电压可高达28V，向电池施加28V电压可能会导致设备出现故障并造成危险。在SY5320

发生故障时，通过在 VBAT引脚上连接电阻 RBAT可防止大电流流入电池。为了安全起见，RBAT必须具有

高阻值。RBAT过大会造成新的问题：由于 VBAT引脚偏置电流 IVBAT会在该电阻上产生压降，这将导致 BVOVP

阈值出现偏差。该偏差可能会超过 BVOVP阈值 4.45V所允许的范围。 

一个不错的折中方案是将 RBAT范围限定为 47kΩ到 200kΩ。如果 RBAT等于 47kΩ时 IC出现故障，流

入电池的最大电流为(28V-3V)/47kΩ=532uA。该电流值已经足够低并可以被系统单元的偏置电流吸收。

RBAT等于 47kΩ最差将导致 RBAT x IVBAT≈1mV的压降。与 BVOVP阈值所允许的 50mV偏差相比，该电压

可以忽略不计。 

注：如果不需要使用锂电池过压功能，VBAT引脚必须接地。 

REN RWRO RPU  

EN
_________________________

引脚可用于启用和禁用芯片。如果不需要主机控制，可以将EN
_________________________

引脚连接到地或悬空以永久启用 IC。 

在需要外部控制的应用中，EN
_________________________

引脚可由主机处理器控制。与 VBAT引脚相同，EN
_________________________

必须通过尽可能大

的电阻连接到主机 GPIO引脚（GPIO：General Purpose Input Output，通用输入/输出端口）。REN的最大

值可以通过公式（2）得到： 

  V�� − R�� × I�� > V��                                                      （2） 

其中， VOH为主机 I/O的高电平输出电压，REN电阻上的压降由 REN×IIH确定。 

WRO
—————————————————————————

是开路漏极输出，在发生输入过压、负载过流、电池过压和过热保护时被拉低。在应用中如果不

需要监控WRO
—————————————————————————

，该引脚可以悬空。如果需要监控WRO
—————————————————————————

，那么通过外部电阻 RPU将该引脚接到高电平，同

时通过电阻 RWRO将WRO
—————————————————————————

连接到主机。RWRO可以防止 IC发生故障时损坏主机控制器。RWRO理论上需要

高阻值，但实际应用中 22kΩ~100kΩ已经足够。 

 

输入电容 CIN主要用于去耦合，并抑制供电电源瞬态变化。只要系统负载电流发生阶跃变化，输入电

缆的电感将使输入电压产生尖峰。CIN可以防止输入电压过冲过高。通常，1uF X5R陶瓷电容以抑制电源

噪声，且该电容必须靠近输入引脚。 

输出电容 COUT同样很重要：如果输入端口出现非常快的（上升时间小于 1us）过压瞬态，则 COUT的

充电电流会导致芯片的限流环路开始工作，从而减少对功率管的栅极驱动。这将提高输入过压保护的性能。

COUT至少为 1uF的陶瓷电容，且该电容需要靠近输出引脚。COUT还可以用作保护芯片后端的充电电路。 
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4  SY5320  

 

 

PCBLAYOUT  

1. SY5320作为保护IC，主要用于保护后端低压系统电路免受高电压的影响。必须确保PCB轨迹的边到边

间隙满足高压设计规则。 

2. IC底部有散热金属，在芯片内部已经连接到GND引脚。在设计PCB时，对应IC底部需增加焊盘、并且

连接到地，焊盘连接的铜皮面积尽可能大，以提高产品的散热能力。使用中需将底部散热片与PCB板

焊接良好，底部散热区域需要加通孔，并有大面积铜箔散热为优。多层PCB板加足够数量的过孔，对

散热有良好的效果。 

3. CIN尽量靠近VIN引脚，COUT尽量靠近VOUT引脚，并且走线时都经过电容再到IC管脚。其他电阻如RILIM

和RBAT也应靠近IC。 

 

     

CIN 贴片电容 CAP0603/1uF/X5R/10%/35V 三星或等同 1 

COUT 贴片电容 CAP0603/1uF/X5R/10%/10V 三星或等同 1 

RILIM 贴片电阻 RES0603/24.3K/1% 国巨或等同 1 

RBAT 贴片电阻 RES0603/47K/5% 国巨或等同 1 

REN 贴片电阻 RES0603/47K/5% 国巨或等同 1 

RWRO 贴片电阻 RES0603/47K/5% 国巨或等同 1 

RPU 贴片电阻 RES0603/47K/5% 国巨或等同 1 
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(mm) (inch) 

Norm. Norm. 

A 0.550+/-0.050 0.022+/-0.002 

A1 0.000 0.050 0.000 0.002 

A3 0.152REF 0.006REF 

D 2.000+/-0.100 0.079+/-0.004 

E 2.000+/-0.100 0.079+/-0.004 

D1 1.700+/-0.100 0.067+/-0.004 

E1 0.900+/-0.100 0.035+/-0.004 

k 0.200MIN 0.008MIN 

b 0.200+/-0.050 0.008+/-0.002 

e 0.500TYP. 0.020TYP. 

L 0.300+/-0.050 0.012+/-0.002 

 


